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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏大学提出。

本文件由中国商业企业管理协会归口。

本文件起草单位：江苏大学、江苏长电科技股份有限公司、江苏省计量科学研究院、东南大学、星

科金朋半导体（江阴）有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电微电子（江阴）有限公司、武汉大

学、浙江大学、南京邮电大学、南京信息工程大学、中国矿业大学（北京）、中国矿业大学、江南大学、

南京农业大学、镇江市计量检定测试中心、联耕物联科技（无锡）有限公司。

本文件主要起草人：杨宁、陈思、王亚飞、李林、吴靖宇、李宗怿、贺龙兵、陈志文、程知群、肖

建、李芹、王大刚、赵伟、程洁、陈元平、平建峰、张忠强、肖晖、徐雷钧、钱善华、徐晨、谢皆雷、

徐健、徐虹、张晓东、张敏、程涛、魏明吉、程巍、晏盘龙。
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表面声波滤波器芯片器件模组结构封装工艺与测试规范

1 范围

本文件规定了表面声波滤波器芯片器件模组结构封装工艺与测试的封装材料、封装设备、封装工艺

流程、封装质量和测试。

本文件适用于表面声波滤波器芯片器件模组结构的封装与测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 2421—2020 环境试验 概述和指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

滤波器 filter

由电容、电感和电阻等组成，用来过滤信号中噪音和杂波的器件。

3.2

表面声波滤波器 surface acoustic wave filter

采用表面声波器件实现的滤波器。

4 封装材料

4.1 封装材料应具有良好的密封性、绝缘性和耐腐蚀性，以保护芯片不受外界环境的影响。

4.2 封装材料的热膨胀系数应与芯片和基板相匹配，以避免在温度变化时产生应力导致影响芯片的性

能和可靠性。

4.3 封装材料的硬度和强度应适中，以保证封装结构的稳定性和可靠性。

4.4 封装材料的绝缘性能应良好，以避免芯片与外部电路之间的漏电和短路现象。

4.5 封装材料应符合环保要求，无毒、无味、无污染，以确保生产过程和使用过程的安全和环保。

5 封装设备

封装过程使用的设备包括但不限于：

a) 清洗机；

b) 光刻机；

c) 涂胶显影台；
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d) 全自动探针台；

e) 蒸发台；

f) 划片机；

g) 压丝台；

h) 平行封焊机。

6 封装工艺流程

6.1 芯片处理

6.1.1 对表面声波滤波器芯片进行外观检查，确保芯片表面无划痕、裂纹、污渍等缺陷。

6.1.2 使用测试设备对芯片的电气性能进行测试，确保芯片的性能符合要求。

6.1.3 将芯片放入清洗槽中，使用去离子水和清洗剂对芯片进行清洗，去除芯片表面的杂质和污染物。

清洗完成后，使用氮气将芯片吹干，确保芯片表面干燥。

6.2 光刻

6.2.1 涂胶

在芯片表面均匀涂覆光刻胶。

6.2.2 前烘

通过烘烤去除光刻胶中的溶剂，增加光刻胶的粘附性。

6.2.3 曝光

使用光刻机，使光刻胶在光照条件下发生化学反应，固化部分光刻胶。

6.2.4 显影

采用湿法显影或干法（等离子体）显影技术，去除未聚合的光刻胶，形成光刻胶图形。

6.2.5 后烘

通过烘烤进一步固化光刻胶图形。

6.3 镀膜

采用磁控溅射或电子束蒸发等方法，在芯片表面形成一层金属膜。

6.4 剥离或刻蚀

通过剥离或刻蚀制备出叉指换能器的图形。

6.5 封装

6.5.1 通过划片技术将制作了叉指换能器的基片分离成单个管芯。

6.5.2 使用黏合剂将芯片粘附在封装管座的芯片安装区域。

6.5.3 通过压丝或引线键合技术，将芯片上的压焊点与封装管座引脚的内部端点进行电气导通。

6.5.4 采用平行封焊方式完成封装，具体步骤如下：

a) 真空烘烤：将待封模组在真空烘箱中加热烘烤，去除水汽和空气；
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b) 预焊：初步固定金属封盖在陶瓷底座上；

c) 封焊：利用脉冲大电流在短时间内将封盖和底座接触的部分熔接完成封焊。

7 封装质量

7.1 外观

封装后的模组应外观整洁，无明显污渍、划痕、变形等缺陷。

7.2 尺寸偏差

7.2.1 长度偏差为 ±0.1 mm。

7.2.2 宽度偏差为 ±0.08 mm。

7.2.3 厚度偏差为 ±0.05 mm。

7.3 电气性能

7.3.1 在工作频率范围内，插入损耗应小于 3 dB。

7.3.2 在特定频率点的带外抑制应大于 40 dB。

7.3.3 通带宽度应在 100 MHz～110 MHz。

7.3.4 回波损耗应大于 15 dB。

7.3.5 绝缘电阻应大于 100 MΩ。

7.4 可靠性

7.4.1 高温存储

模组在 85 ℃±5 ℃ 的环境下存储 96 h 后，外观、电气性能应仍符合要求。

7.4.2 低温存储

模组在 -40 ℃±5 ℃ 的环境下存储 96 h 后，外观、电气性能应仍符合要求。

7.4.3 温度循环

在 -40 ℃～85 ℃ 温度范围内进行 1 000 次温度循环后，外观、电气性能应仍符合要求。

8 测试

8.1 测试条件

8.1.1 除非另有规定，所有测试都应在 GB/T 2421—2020 中 4.3 规定的标准试验大气条件下进行：

a) 温度：15 ℃～35 ℃；

b) 相对湿度：45%～75%；

c) 气压：86 kPa～106 kPa；

8.1.2 有争议时，采用的基准的标准大气条件如下：

a) 温度：（25±1）℃；

b) 相对湿度：48%～52%；

c) 气压：86 kPa～106 kPa。
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8.1.3 测量前，表面声波滤波器芯片器件模组应在测量温度下放置足够时间。控制恢复条件和标准条

件按 GB/T 2421—2020 中 4.4 的规定。应记录测量期间的环境温度并在试验报告中注明。

8.2 外观测试

使用放大镜或显微镜对模组进行外观检查，观察是否有裂纹、划痕、变形、污渍等缺陷。

8.3 尺寸偏差测试

使用符合精度要求的卡尺、千分尺等测量工具对模组的长度、宽度、厚度等尺寸进行测量。

8.4 电气性能测试

8.4.1 插入损耗测试

使用网络分析仪等测试设备对模组的插入损耗进行测试，测量信号通过模组前后的功率变化，计算

插入损耗值。

8.4.2 带外抑制测试

使用网络分析仪等测试设备测量模组在不同频率下的传输特性，计算带外抑制值。

8.4.3 通带宽度测试

使用网络分析仪等测试设备测量模组的通带宽度，即模组能够有效传输信号的频率范围。

8.4.4 回波损耗测试

使用网络分析仪等测试设备测量模组在不同频率下的反射系数，计算回波损耗值。

8.4.5 绝缘电阻测试

使用网络分析仪等测试设备测量模组在不同频率下的传输特性，计算带外抑制值。

8.5 可靠性测试

8.5.1 高温存储测试

将模组放入高温箱中，在 85 ℃±5 ℃ 的环境下存储 96 h，然后取出进行外观检查和电气性能测

试，观察模组是否有损坏，电气性能是否变化。

8.5.2 低温存储测试

将模组放入低温箱中，在 -40 ℃±5 ℃ 的环境下存储 96 h，然后取出进行外观检查和电气性能

测试，观察模组是否有损坏，电气性能是否变化。

8.5.3 温度循环测试

将模组放入温度循环箱中，在 -40 ℃～85 ℃ 温度范围内进行 1 000 次温度循环，然后取出进行

外观检查和电气性能测试，观察模组是否有损坏，电气性能是否变化。全
国
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